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Development of a fast X-ray scintillation detector with a Si-APD photosensor
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	実験Aの波高分布測定によって－35℃、印加電圧383 Vのとき、半値幅：46%を得た。このときのAPD増幅率は180、Bの測定により検出効率は6.9±0.1%であった。Dに述べたように、P Fリング・マルチバンチ運転モードにおけるパルスX線時間構造を時間－波高変換器（TAC）を使って測定した。2 nsのパルス列間隔をもとにピーク幅を評価して0.50±0.06ns (FWHM)の時間分解能が得られた。Si-APDが受けるシンチレーション光を最大とするには、シンチレータとSi-APD受光部の距離を最...
	実験Cの計数率は、ビームサイズをH2 × V1 mm2まで広げて計測した。入射ビーム強度が(1.4 ± 0.1) ×108 photons/sのとき、出力計数率 (8.2 ± 0.7) × 106 cpsが得られた[2]。直線性は十分であったが104 cps程度での検出効率が4%程度となった。この測定では、パルス増幅器の損傷によるアンプゲインの低下が生じていた可能性がある。
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